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	物質と光の相互作用を光子１個レベルで制御する野心的で究極的なテーマであった cavity-QED は、半導体微細加工技術によって設計可能な人工原子の登場により、　　 circuit-QED(回路-QED) へと進化するとともに、様々な量子系制御の根幹を担う　　技術へと急速に発展しようとしています。本シンポジウムでは、最前線で活躍中の若手　　　研究者の方々に 様々な系で進むcavity-QED, circuit-QED の研究の現状や新　　　知見について講演いただき、この分野の将来展望まで議論するこ...

